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Inventia se referd la domeniul tehnicii de masurare si poate fi utilizatd in aparate de masurat, in care se utilizeaza
senzori pe baza de oxizi semiconductori nanostructurati.

Este cunoscut un dispozitiv de misurare a rezistentei senzorilor bazat pe legea lui Ohm pentru circuite electrice sau
punti de masurare, care include masurarea rezistentei active la curent continuu cu ajutorul ohmmetrului digital,
galvanometrului diferential si potentiometrului curentului continuu [1].

Cea mai apropiata solutie este un dispozitiv de masurare a rezistentei senzorilor pe bazd de oxizi semiconductori
nanostructurati, care include o sursa de tensiune de referintd conectata la un voltmetru si unita in serie cu senzorul
nanostructurat cercetat i cu un rezistor suplimentar, la nodul de conectare caruia cu senzorul este conectata intrarea
unui amplificator, iesirea amplificatorului este conectatd la un voltmetru, totodatd rezistorul, nodurile comune ale
sursei de tensiune de referintd, amplificatorul si voltmetrele sunt conectate la masa [2].

Un dezavantaj al acestor dispozitive este ca in procesul de masurare a rezistentei senzorului la proba cercetatd sunt
aplicate tensiuni §i curenti nereglementati, care poate duce la o disipare mare de energie electrica pe nanostructura
si, ca urmare, la inrdutatirea parametrilor sau deteriorarea nanostructurii.

Problema solutionatd de inventie constd in elaborarea unui dispozitiv care in procesul de masurare a rezistentei
nanostructurii va monitoriza energia electrica disipatd pe nanostructura si o va mentine in valori prestabilite sigure.
Dispozitivul, conform inventiei, inlaturd dezavantajele de mai sus prin faptul include o sursa de tensiune de referinta
reglabild, conectatd 1n serie cu un senzor cercetat si o rezistentd ctalon, caderea totald a tensiunii pe senzor si
rezistenta etalon si, separat, caderea de tensiune pe rezistenta etalon fiind aplicate la intrarile a doud convertoare
analogic-digitale ai unui microcontroler prin doua amplificatoare operationale, iesirile microcontrolerului sunt
conectate print-un convertor digital-analogic la intrarea sursei de tensiune de referintd reglabila si la un ecran pentru
afisarea rezultatelor obtinute.

Rezultatul inventiei constd in eliminarea deteriorarii posibile a nanostructurii, cauzatia de depasirea valorii maxim
admisibile a puterii electrice aplicate la nanostructura.

Inventia se explica prin desenele din fig. 1-2, care reprezinta:

- fig.1, schema-bloc a dispozitivului,

- fig.2, schema de principiu a dispozitivului.

Schema-bloc a dispozitivului cuprinde: o sursa de tensiune de referinta reglabila Uper, la intrarea de control a careia
printr-un convertor digital-analogic (DAC) este aplicat semnalul de control de la un microcontroler (MCU) si
tensiunea de iesire U este conectatd la nanostructura cercetata Ry si rezistenta etalon Ro in serie, caderile de
tensiune ale carora sunt digitalizate prin intermediul convertoarelor analogic-digitale (ADC) incorporate in
microcontroler, de asemenea microcontrolerul proceseaza datele receptionate cu scopul de a calcula valoarea
rezistentei nanostructurii cercetate, care este afisatd pe LED-uri de 4 cifre, fiecare cu cite 7 segmente (Display),
calculul valorii si mentinerea la o anumitd valoare a puterii electrice disipate in nanostructurd prin controlul valorii
Urer prin intermediul convertorului digital-analogic (DAC). Sub influenta tensiunii Ut produsa de sursa de tensiune
reglabila, in circuitul de masurare Ry, Ro curge curentul care creeaza caderea de tensiune pe Ry si Ro, care prin
amplificatoarele de curent continuu §i convertorul analogic-digital trece la iesirile microcontrolerului, unde se
utilizeazd valorile calculate ale rezistentei nanostructurii, care sunt vizualizate pe Display-ul (7 segmente a cite 4
cifre) si calculul valorilor puterii disipate pe nanostructurd. Microcontrolerul prin convertorul digital-analogic
dirijeaza neintrerupt tensiunea de iesire Uyer a sursei de tensiune reglabild, mentinand neschimbat nivelul prestabilit
al puterii disipate pe nanostructura.

Schema de principiu a dispozitivului este prezentatd in fig.2. Circuitul de masurare constd din rezistenta
nanostructurii Ry si rezistenta Rg pe care de la iesirea stabilizatorului de tensiune (elementul U4) este aplicata
tensiunea de referintd reglabilda Uprs. Amplificatoarele pe elementele U6.A si U6.B amplificd si normalizeaza
tensiunea Urer si Urs pana la nivelurile necesare pentru lucrul microcontrolerului ADC (0...5 V). Pe elementul U5
(MC34063) este asamblat convertorul DC/DC cu tensiunea de iesire +40 V pentru alimentarea sursei Urs. Portul C
si o parte a portului B al microprocesorului se folosesc pentru organizarea regimului dinamic al lucrului
indicatorului (display). Portul D al microprocesorului, elementele U2, U3.A si U3.B creeaza un convertor digital-
analogic, care prin tranzistorul de cAmp Q1 coordoneazd nivelul de iesire a sursei de tensiune de referintd pe
elementul U4.

Exemplu de realizare practica: rezistenta rezistorului suplimentar R,=10 kOhm; tensiunea sursei de tensiune de

referinta Urr = 40 V; tensiunea pe rezistorul suplimentar URn: 0,05 V; puterea maxim admisibila pe structura
studiatd Pn=0,5 mW; puterea reala disipatd pe nanostructurd P = U /Ro*(Ure-Ug_)=0,05/10000%(40-0,05)=0,2
mW<0,5 mW, rezistenta nanostructurii Rx=(Uref - IJ RD)*RO/U &, =(40-0,05)*10000/0,05=8 mOhm.



